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図 1: Magnetron plasma

during the operation

本研究では、“ミニマルファブ” 1)のために、High Power Impulsed

Magnetron Sputtering (HIPIMS)技術を用いた、小型マグネトロンス
パッタ源の開発とこれを用いた成膜装置を開発している。ミニマル
ファブは、ハーフインチウェハーを用い１ウェハー１チップごとに個
別生産するシステムで、生涯生産個数の比較的小さなMEMSやASIC

などをより効率的に生産することを目指すとともに、クリーンルーム
を不要にするなどして、設備投資やエネルギー消費を大幅に削減する
ことも狙っている。

図 2: Al film on Si by the

magnetron sputter source

using the HIPIMS opera-

tion

ミニマルファブでは、各々の製造装置はW294, D450, H1400の統
一的に規格化された筐体を用いることが求められている。そのため、
スパッタ源や電源なども小型で効率的なものが必要となる。我々は、
１インチターゲット用の小型スパッタ源を開発した。またHIPIMS技
術を適用したスパッタ源の効率的な動作について研究している。パル
ス電圧で動作中のこのスパッタ源のプラズマを図１に示す。そして、
半導体の導電膜に用いられるAlの成膜を試みた。図２はその結果の
一例で、Siウェハー上に約 3µmのAl膜が成膜されている。この時の
成膜速度はおよそ 50nm/minであった。

図 3: Prototype of the

minimal sputter depo-

sition equipment

さらに、このスパッタ源をミニマルファブ用専用筐体に実装したスパッ
タ成膜装置を試作した（図３）。この試作機は、筐体の中に、真空排気
系、電源、Arガス供給系、PLCによる装置制御とタッチパネルによる
操作パネルが実装されており、ほぼオールインワン（運転に必要なユー
ティリティは、AC100Vの電源の他に、圧縮空気、冷却水と外部ボンベ
からの Arガスの供給）で成膜が可能である。また、ミニマルファブの
試料搬送に用いる PLAD1) も実装されており、クリーンルームなしで、
ハーフインチウェハーの搬入搬出が可能になっている。しかし現状では、
PLADの仕様の制限でウェハーの搬入搬出の度にプロセス室を大気開放
する必要がある。現在、真空対応の PLADおよびこれに対応したミニマ
ルスパッタ成膜装置の開発を進めている。

[1]原史朗, 前川仁, 池田伸一, 中野禅：「ミニマルファブシステムの
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